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O silicio monocristalino (Si-C) € um importante eré&l semicondutor amplamente
utilizado em células fotovoltaicas e em disposgivaicroeletrénicos. Neste trabalho,
micro-perfuracdes a laser foram estudadas em amsodér silicio monocritalino de 0,48
mm de espessura pelos métodos de percussao eaté@parPara isso foi desenvolvido
um sistema oéptico apropriado o qual foi acopladaoralaser nanopulsado de Nd:YAG
operando em seu segundo harmoénikoz 532 nm, com freqiéncia de 30 Hz. A
velocidade de rotacdo do feixe sobre o didmetromikro-orificio pelo método de
trepanacédo foi fixada em 350 rpm, o que resultouapmoximadamente 5 pulsos por
rotacdo. As velocidades de processamento foramrntieedas e a caracterizagdo das
micro-perfuracbes por ambas as técnicas foi detewmtai por microscopia eletrénica de
varredura. Constatou-se que ambas as técnicaeafmesn velocidade de saturacdo em
fluéncias préximas a 120 J/énEntretanto o método de trepanacdo propiciou nesnor
velocidades de perfuracéo, gerando micro-perfusaede formatos mais conicos e com
orificios apresentando formatos mais simétricosigeates de rebarbas comparados ao
método de percussdo. Isto esta diretamente reknocom as diferentes quantidades de
material processado em cada método. Os diametrososnédos furos por percussao
variaram de 35 a 166 pm enquanto que o métodedantacao resultou em diametros de
81 a 209 um, de acordo com a fluéncia aplicadgqe financeiro CNPq e FAPESP).



